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Beim Fligen von Substraten kommt der
Oberflachenbeschaffenheit eine groBe
Bedeutung zu. Wahrend bei relativ dicken
Zwischenschichten, wie Glaspaste oder
Epoxy, die Rauheit der Oberflachen

eine untergeordnete Rolle spielt, ist bei
zwischenschichtfreien Verfahren der atomare
Kontakt der Figepartner von entscheidender
Bedeutung. Anodische Bondverfahren
erfordern Oberflachen mit einer Rauheit

R, < 1 nm. Fir andere Verfahren ist die
Vorbehandlung durch spezielle Prozesse, wie
Plasmaaktivierung oder Hydrophilisierung,
bedeutend.

Neben einer nasschemischen Wafervorbe-
handlung kann durch chemisch-reaktive
Plasmaentladungen die Festigkeit von direkt
gebondeten Materialverblinden gesteigert
werden. Bei dieser Vorbehandlung, die
sowohl ganzflachig als auch lokal méglich
ist, kdnnen bei Auslagerungstemperaturen
< 200 °C ahnlich stabile Bondverbindungen
wie beim Hochtemperaturbonden erreicht
werden. Dementsprechend kénnen hiermit
neuartige Materialien sowie bisher nicht

bondbare, heterogene Materialpartner, wie

Lithiumtantalat und Silizium, miteinander
verbunden werden.

= Geringe Flgezeiten

= Hohe mechanische Festigkeit

= Keine zusatzlichen Zwischenschichten
notig

= Keine spezielle Bondatmosphare
(z.B. Vakuum, Stickstoff) notwendig
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Untersuchte und erfolgreich gefiigte Materialkombinationen auf Waferlevel

Borosili- Foturan- Quarz- LTCC
Silizium LiTaO, . Edelstahl

katglas glas glas (Keramik)
Silizium X X X X X X
Borosilikat-

X X X X X X
glas
Foturanglas X X X X X
Quarzglas X X X X X
LiTaO, X X X X X
LTCC
. X
(Keramik)
Edelstahl X
Bildbeschreibung:

Seite 1: Drucksensor der Firma EPCOS AG nach
plasma aktivierten Silizium-Direkt-Bonden.
Seite 2: Silizium-Foturan® wafer level stack mit
Durchgangsl6échern in Foturanglas (links),; Silizi-
um-LiTaO-Slizium Wafer level stack mit Silizium

Interposer (rechts).

Bildquellen: Fraunhofer ENAS

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind vorlaufig
und kénnen sich &ndern. Bei den beschriebenen
Systemen, Materialien und Prozessen handelt es

sich nicht um Produkte.
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